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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing at least one radiation-emitting semiconductor component (11),
comprising the following steps: providing at least one radiation-emitting semiconductor chip (4) having a top side (6) and at least
one side surface (7), which extends at a slant with respect to the top side (6), applying a conversion element (8) to the top side (6)
and/or the at least one side surface (7) by spraying said conversion element on, wherein the conversion element (8) is produced from
a spraying agent (2b) that contains a matrix material and converter particles.

(57) Zusammenfassung: Es

wird ein Verfahren zur Herstellung von mindestens

einem Strahlung emittierenden

Halbleiterbauelement (11) mit den folgenden Schritten angegeben: -Bereitstellen von mindestens einem Strahlung emittierenden
Halbleiterchip (4) mit einer Oberseite (6) und mindestens einer Seitenfliche (7), die schrig zu der Oberseite (6) verlduft,
-Aufbringen eines Konversionselements (8) auf die Oberseite (6) und/oder die mindestens eine Seitenflédche (7) mittels Aufspriihen,
wobei das Konversionselement (8) aus einem Sprithmittel (2b) erzeugt wird, das ein Matrixmaterial und Konverterpartikel enthalt.
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Beschreibung

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER LEUCHTDIODE

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Strahlung
emittierenden Halbleiterbauelements und Strahlung

emittierendes Halbleiterbauelement

Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Strahlung
emittierenden Halbleiterbauelements angegeben. Ferner wird
eine Vorrichtung angegeben, mit welcher ein Strahlung
emittierendes Halbleiterbauelement hergestellt werden kann.
SchlieRlich wird ein Strahlung emittierendes

Halbleiterbauelement angegeben.

In der Druckschrift DE 10 2009 051 748 Al ist beispielsweise
ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements
beschrieben, das im Betrieb Mischlicht erzeugt und einen
Halbleiterchip und ein Konversionselement aufweist. Um
Mischlicht mit einem vorgegebenen Farbort zu erzielen, wird
das Konversionselement mittels Laserstrahlung stellenweise

abgetragen.

Eine zu losende Aufgabe besteht vorliegend darin, ein
zerstorungsfreies Verfahren zur Herstellung eines Strahlung
emittierenden Halbleiterbauelements anzugeben, welches
Strahlung mit einem vorgegebenen Farbort emittiert. Weitere
Aufgaben sind es, eine Vorrichtung zur Herstellung eines
Strahlung emittierenden Halbleiterbauelements und ein
Strahlung emittierendes Halbleiterbauelement anzugeben,

welches Strahlung mit einem vorgegebenen Farbort emittiert.

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren, eine Vorrichtung
und einen Gegenstand gemaB den unabhdngigen Patentanspriichen

geldst. Vorteilhafte Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen
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des Gegenstands und des Verfahrens sind in den abhangigen
Anspriichen angegeben und gehen weiterhin aus der

nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird in
einem Schritt mindestens ein Strahlung emittierender
Halbleiterchip mit einer Oberseite und mindestens einer
Seitenflache, die schrédg, insbesondere senkrecht, zu der
Oberseite verlauft, bereitgestellt. Die "mindestens eine
Seitenflache" ist so zu verstehen, dass der Halbleiterchip
insbesondere nur eine Seitenfldche aufweist, wenn der
Halbleiterchip zylindrisch ausgebildet ist. Die Seitenfléache
ist dann durch die Mantelflédche des Zylinders gebildet. Ist
der Halbleiterchip quaderformig ausgebildet, weist er
insbesondere vier Seitenflidchen auf. Zur Erzeugung von
elektromagnetischer Primdrstrahlung umfasst der
Halbleiterchip vorzugsweise eine aktive Zone. Die im Betrieb
erzeugte Primarstrahlung verldsst den Halbleiterchip
zumindest zum Teil durch die Oberseite. Weiterhin kann ein
Teil der Primarstrahlung durch die mindestens eine

Seitenflache aus dem Halbleiterchip austreten.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein
Konversionselement auf die Oberseite und/oder die mindestens
eine Seitenflache des Halbleiterchips aufgebracht. Die
Oberseite kann teilweise oder vollstandig von dem
Konversionselement bedeckt werden. Zusatzlich oder alternativ
kann die mindestens eine Seitenflache teilweise oder

vollstandig von dem Konversionselement bedeckt werden.

Das Konversionselement wird mittels Aufspriihen (Englisch:
Spray-Coating) auf den Halbleiterchip aufgebracht.

Vorzugsweise wird das Konversionselement aus einem
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Sprithmittel erzeugt, das ein Matrixmaterial und
Konverterpartikel enthalt. Insbesondere umgibt das
Matrixmaterial die Konverterpartikel bereits im Sprihmittel.
Die Konverterpartikel sind zum Beispiel im Matrixmaterial
verteilt und allseitig vom Matrixmaterial umgeben. Das
Matrixmaterial kann nach dem Aufbringen fiir eine gute Haftung
zwischen dem Halbleiterchip und den Konverterpartikeln
sorgen. Beispielsweise kann ein harzbasiertes Matrixmaterial
verwendet werden. Weiterhin eignet sich ein Silikonmaterial

als Matrixmaterial.

Ferner enthdlt das Sprihmittel vorzugsweise ein
Losungsmittel, das die Mischung aus Konverterpartikeln und
Matrixmaterial verdinnt und damit ein Aufspriihen des
Konversionselements erleichtert. Beispielsweise kann ein
Heptan als Losungsmittel verwendet werden. Ein Heptan ist
insbesondere bei der Verwendung eines Silikon enthaltenden

Matrixmaterials geeignet.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird nach dem Aufbringen
des Konversionselements eine Farbortmessung an dem
Halbleiterchip durchgefithrt. Hierbei wird der Farbort des
Mischlichts, das von dem Halbleiterchip und dem
Konversionselement emittiert wird, gemessen. Ferner wird eine
Differenz zwischen dem gemessenen Farbort und einem
vorgegebenen Ziel-Farbort bestimmt. Wenn der gemessene
Farbort von dem Ziel-Farbort abweicht, wird in einem nadchsten
Verfahrensschritt weiter Spriithmittel aufgespriht. Dieser
Vorgang- Messung des Farborts, Vergleich mit dem Ziel-
Farbort, weiteres Aufspriithen von Sprihmittel- wird
vorzugsweise solange wiederholt, bis der gemessene Farbort

dem Ziel-Farbort entspricht.
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Vorliegend werden die Farborte als gleich angesehen, wenn vom
menschlichen Standardbeobachter kein Unterschied zwischen den

beiden Farborten wahrnehmbar ist. Der Farbort kann in Cx, Cy-
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Koordinaten der CIE-Normfarbtafel angegeben werden.
Beispielsweise entsprechen sich die Farborte, wenn der
Abstand in der CIE-Normfarbtafel kleiner als 0,05,
vorzugsweise kleiner als 0,025, besonders bevorzugt kleiner

als 0,01 ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird bei
der Herstellung des Konversionselements das Sprihmittel in
mehreren Schichten auf den Halbleiterchip aufgebracht. Dies
ermdglicht eine gleichmédRige Aufbringung des
Konversionselements. Beispielsweise kann zur Herstellung
einer ersten Schicht ein erster Spriithstol erzeugt werden. Zur
Herstellung einer zweiten Schicht kann ein zweiter Sprihstol
erzeugt werden. Zwischen den SprihstodBen kann eine Pause
eingelegt werden, wobei sich das Sprihmittel in der Pause zu
einer dinnen Schicht verfestigen kann. Eine minimale
Schichtdicke kann hierbei durch eine PartikelgroBe der
Konverterpartikel bestimmt werden. Vorzugsweise betragt die
Schichtdicke einer Schicht zwischen 3 um und 15 um.
Insbesondere betragt die Schichtdicke etwa 5 pm. Weiterhin
werden zur Herstellung des Konversionselements vorzugsweise
zwischen drei und zehn Schichten auf den Halbleiterchip
aufgebracht. Das heilt, das Konversionselement weist
vorzugsweise zwischen drei und zehn Schichten auf.
Insbesondere werden die Schichten aus dem gleichen

Sprihmittel hergestellt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt
eine erste Messung des Farborts nach dem Aufbringen mehrerer

Schichten. Zum Beispiel konnen zunadchst drei Schichten
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aufgespriht werden. Dann wird der Farbort des erzeugten
Mischlichts gemessen. Nach der Messung des Farborts
entscheidet sich, ob der vorgegebene Ziel-Farbort bereits
erreicht ist oder ob noch eine weitere Schicht aufgebracht

werden soll, um den vorgegebenen Ziel-Farbort zu erreichen.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform des Verfahrens wird der
Strahlung emittierende Halbleiterchip zur Messung des
Farborts elektrisch betrieben. Der Strahlung emittierende
Halbleiterchip ist elektrisch angeschlossen und erzeugt im
Betrieb Primarstrahlung, die von dem Konversionselement

zumindest teilweise in Sekundadrstrahlung konvertiert wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
in einem ersten Verfahrensschritt mehrere Strahlung
emittierende Halbleiterchips in einem ersten Verbund
bereitgestellt, die im Betrieb Primarstrahlung in einem
ersten Wellenldngenbereich erzeugen. Die Halbleiterchips des

Verbunds sind nach ihrer Primarwellenlange vorsortiert.

In einem nachsten Verfahrensschritt wird auf jeden
Halbleiterchip ein Konversionselement aufgebracht.
AnschlieBend wird bei jedem Halbleiterchip der Farbort des
von Halbleiterchip und Konversionselement erzeugten

Mischlichts gemessen.

Fir die Art des Aufsprithens wird ein Sprihparameter gewonnen.
Beispielsweise kann der Sprithparameter die Anzahl der

SprithstoBRe beinhalten.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden mehrere Strahlung
emittierende Halbleiterchips in einem zweiten Verbund

bereitgestellt, die im Betrieb Primarstrahlung in dem ersten
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Wellenld@ngenbereich erzeugen. Auch diese Halbleiterchips sind
nach ihrer Primdrwellenldange vorsortiert. In einem weiteren
Verfahrensschritt wird auf jeden Halbleiterchip ein
Konversionselement aufgebracht. Vorteilhafterweise wird das
Aufsprithen durch den Sprihparameter bestimmt, der beim
Aufsprihen im Zusammenhang mit dem ersten Verbund gewonnen
wurde. Dadurch kann ein Nachsprithen beim zweiten Verbund

entfallen.

Bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform des Verfahrens werden
mehrere Strahlung emittierende Halbleiterchips auf einem
gemeinsamen Anschlusstrdger montiert und elektrisch
angeschlossen. Anschliellend werden die Konversiongselemente
auf die Halbleiterchips aufgebracht. Nachfolgend kdénnen die
Halbleiterchips beispielsweise mit einem Gehduse oder einem
optischen Element versehen werden. Der Verbund aus
Anschlusstrager und Halbleiterchips wird vereinzelt, so dass
mehrere Strahlung emittierende Halbleiterbauelemente
entstehen. Hierbei wird der gemeinsame Anschlusstrager in
mehrere Anschlusstradger zerteilt, so dass die fertigen
Halbleiterbauelemente jeweils einen Anschlusstrager

aufweisen.

Das oben beschriebene Verfahren ermdglicht eine effiziente
Herstellung von Halbleiterbauelementen, die im Betrieb
Mischlicht erzeugen. Vorteilhafterweise kann bei den so
erzeugten Halbleiterbauelementen eine vergleichsweise enge

Farbortverteilung realisiert werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst ein Strahlung
emittierendes Halbleiterbauelement, das vorzugsweise mittels
des oben beschriebenen Verfahrens hergestellt ist, einen

Strahlung emittierenden Halbleiterchip mit einer QOberseite
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und mindestens einer Seitenflidche, durch die zumindest ein
Teil der im Betrieb erzeugten Primdrstrahlung den
Halbleiterchip verlasst, und ein Konversionselement, das mit
zumindest Teilen der Oberseite und/oder der mindestens einen
Seitenflache in direktem Kontakt steht und dazu vorgesehen
ist, zumindest einen Teil der emittierten Primarstrahlung in
Sekundarstrahlung zu konvertieren, wobei das
Konversionselement auf die Oberseite und/oder die mindestens
eine Seitenflidche aufgespriht ist. Insbesondere verlauft die
Seitenflache schrag, insbesondere senkrecht, zu der

Oberseite.

Es wird eine Vorrichtung angegeben, die insbesondere zur
Herstellung eines Strahlung emittierenden
Halbleiterbauelements mit den oben genannten Eigenschaften
geeignet ist. Das heiRt, samtliche fiir das Verfahren
offenbarten Merkmale sind auch flir die Vorrichtung offenbart

und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die Vorrichtung
eine Sprihvorrichtung, die ein Sprihmittel zur Erzeugung

eines Konversionselements enthalt.

Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine Messvorrichtung zur
Messung eines Farborts von Mischlicht, das von einem
Strahlung emittierenden Halbleiterchip und dem auf einer
Oberseite und/oder auf mindestens einer Seitenflédche des
Halbleiterchips aufgebrachten Konversionselement emittiert

wird.

Ferner umfasst die Vorrichtung eine Steuereinheit, die dazu
eingerichtet ist ein Verfahren zu steuern, wobei in einem

ersten Verfahrensschritt das Sprihmittel mittels der
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Sprithvorrichtung auf den Strahlung emittierenden
Halbleiterchip aufgespriht wird. In einem nachsten
Verfahrensschritt wird der Farbort des Mischlichts mittels
der Messvorrichtung gemessen. In einem weiteren
Verfahrensschritt wird eine Differenz zwischen dem gemessenen
Farbort und einem vorgegebenen Ziel-Farbort bestimmt.

Das Sprihmittel wird mittels der Sprihvorrichtung weiter
aufgespritht, wenn der gemessene Farbort von dem Ziel-Farbort
abweicht. Die Schritte- Messung des Farborts, Vergleich mit
dem Ziel-Farbort, weiteres Aufsprithen von Sprihmittel- kodnnen
wiederholt werden bis der gemessene Farbort dem Ziel-Farbort

entspricht.

Gemdl einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung weist
die Sprihvorrichtung einen Sprihkopf auf, mittels welchem
mehrere Strahlung emittierende Halbleiterchips bespriiht
werden. Insbesondere wird ein Verbund aus Halbleiterchips mit
nur einem Sprithkopf bespriiht. Reispielsweise kann der

Sprithkopf tber die Halbleiterchips hinweg bewegt werden.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figuren 1 bis 3 eine schematische Darstellung einer hier
beschriebenen Vorrichtung, mit welcher ein Verfahren
gemdl einem Ausfiihrungsbeispiel zur Herstellung eines
Strahlung emittierenden Halbleiterbauelements

durchgefihrt werden kann, und
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Figur 4 eine schematische Schnittdarstellung eines Strahlung
emittierenden Halbleiterbauelements gemdB einem

Ausfihrungsbeispiel.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
malstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fir eine bessere

Verstandlichkeit lbertrieben groll dargestellt sein.

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung (nicht gekennzeichnet), mit
welcher ein Verfahren zur Herstellung eines Strahlung

emittierenden Halbleiterbauelements durchgefiihrt werden kann.
Die Vorrichtung umfasst eine Steuereinheit 1, die
beispielsweise zumindest einen Mikroprozessor zur

Durchfihrung eines hier beschriebenen Verfahrens umfasst.

Ferner umfasst die Vorrichtung eine Spriithvorrichtung 2, die
zur Erzeugung eines Konversionselements vorgesehen ist. Die
Sprihvorrichtung 2 ist mit der Steuereinheit 1 verbunden. Die
Sprithvorrichtung 2 umfasst beispielsweise einen Sprihkopf 2a.
Die Sprihvorrichtung 2, insbesondere der Sprithkopf 2a, weist
ein Sprihmittel 2b zur Erzeugung des Konversionselements auf.
Vorzugsweise enthdlt das Sprihmittel 2b ein Matrixmaterial
und Konverterpartikel. Besonders bevorzugt enthalt das

Sprihmittel 2b zusatzlich ein Lésungsmittel. Insbesondere ist
das Matrixmaterial aus einem harzbasierten oder Silikon

enthaltenden Material gebildet.

Fir die Konverterpartikel kommt beispielsweise zumindest

eines der folgenden Materialien in Retracht:
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Mit Metallen der seltenen Erden dotierte Granate, mit
Metallen der seltenen Erden dotierte Erdalkalisulfide, mit
Metallen der seltenen Erden dotierte Thiogallate, mit
Metallen der seltenen Erden dotierte Aluminate, mit Metallen
der seltenen Erden dotierte Orthosilikate, mit Metallen der
seltenen Erden dotierte Chlorosilikate, mit Metallen der
seltenen Erden dotierte Erdalkalisiliziumnitride, mit
Metallen der seltenen Erden dotierte Oxynitride, mit Metallen

der seltenen Erden dotierte Aluminiumoxynitride.

Vorzugsweise sind die Konverterpartikel aus dotierten
Granaten wie Ce- oder Tb-aktivierte Granate wie YAG:Ce,

TAG:Ce, TbYAG:Ce gebildet.

Wie in Figur 2 dargestellt ist, umfasst die Vorrichtung
weiterhin eine Messvorrichtung 3, die zur Bestimmung eines
Farbortes vorgesehen ist. Die Messvorrichtung 3 umfasst
beispielsweise zumindest eine Photodiode und/oder zumindest
einen CCD-Sensor. Die Messvorrichtung 3 ist mit der

Steuereinheit 1 verbunden.

Mittels der Vorrichtung wird nun folgendes Verfahren

durchgefihrt:

In die Vorrichtung wird ein Verbund aus Strahlung
emittierenden Halbleiterchips 4 eingebracht (vgl. Figur 1).
Die Strahlung emittierenden Halbleiterchips 4 sind auf einem
gemeinsamen Anschlusstrdger 5 angeordnet. Der Anschlusstrager
5 weist beispielsweise mehrere erste Anschlussbereiche 5a und
mehrere zweite Anschlussbereiche 5b auf. Ein Strahlung

emittierender Halbleiterchip 4 ist jeweils mit einem ersten
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Anschlussbereich 5a und einem zweiten Anschlussbereich 5b

elektrisch verbunden.

Auf eine Oberseite 6 und/oder Seitenfldchen 7 der
Halbleiterchips 4 wird Sprihmittel 2b aufgespriht. Aus dem
Sprithmittel 2b werden die Konversionselemente 8 erzeugt (vgl.
Figuren 1 und 2). Beispielsweise kann das Sprihmittel 2b
schichtenweise aufgetragen werden. Die Schichten werden
nacheinander durch einzelne Sprihstole erzeugt. Nach etwa

drei Schichten kann eine erste Messung des Farborts erfolgen.

Zur Messung des Farborts werden die Halbleiterchips 4
elektrisch betrieben. Im Betrieb emittieren die
Halbleiterchips 4 Primdrstrahlung %9a, die durch das jeweilige
Konversiongselement 8 zumindest teilweise in Sekundiarstrahlung
9b umgewandelt wird. Beispielsweise kénnen die Strahlung
emittierenden Halbleiterchips 4 blaues Licht emittieren, das
von dem jeweiligen Konversionselement 8 zumindest teilweise
in grines und/oder rotes und/oder gelbes Licht umgewandelt
wird, sodass die fertigen Halbleiterbauelemente im Betrieb
weiBes Licht abstrahlen. Mischlicht, das sich aus der
Primdrstrahlung 9%9a und der Sekunddrstrahlung 9b
zusammensetzt, trifft auf die Messvorrichtung 3 auf (vgl.
Figur 2). Mittels der Messvorrichtung 3 wird flir jeden

Halbleiterchip 4 der Farbort des Mischlichts gemessen.

Ferner wird mittels der Steuereinheit 1 fir jeden
Halbleiterchip 4 eine Differenz zwischen dem gemessenen
Farbort und einem vorgegebenen Ziel-Farbort bestimmt. Wenn
bei einem Halbleiterchip 4 der gemessene Farbort von dem
Ziel-Farbort abweicht, wird entsprechend weiter Spriithmittel
2b aufgespritht. Dieser Vorgang- Messung des Farborts,

Vergleich mit dem Ziel-Farbort, weiteres Aufsprithen von
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Sprihmittel 2b-kann flir jeden Halbleiterchip 4 solange
wiederholt werden, bis der gemessene Farbort dem Ziel-Farbort

entspricht.

Ist der vorgegebene Ziel-Farbort bei jedem Halbleiterchip 4
erreicht, konnen die Halbleiterchips 4 Jjeweils mit einem
Gehduse 10 versehen werden (vgl. Figur 3). Beispielsweise
kénnen die Gehduse 10 aus einem Klarverguss gebildet werden.

Vorzugsweise werden die Gehduse 10 als Linse ausgebildet.

Nach der Herstellung der Gehause 10 kann der Verbund
vereinzelt werden, so dass mehrere Strahlung emittierende
Halbleiterbauelemente 11 entstehen (vgl. Figur 4). Dabei wird
der gemeinsame Anschlusstrdger 5 derart zerteilt, dass jedes
Strahlung emittierende Halbleiterbauelement 11 einen

Anschlusstrager 5 aufweist.

Ein so gebildetes Halbleiterbauelement 11 umfasst einen
Strahlung emittierenden Halbleiterchip 4 mit einer Oberseite
6 und mehreren Seitenfldchen 7, durch die zumindest ein Teil
der im Betrieb erzeugten Primdrstrahlung 9%a den
Halbleiterchip 4 verlasst, und umfasst ein Konversionselement
8, das mit zumindest Teilen der Oberseite 6 und/oder der
Seitenflachen 7 in direktem Kontakt steht und dazu vorgesehen
ist, zumindest einen Teil der emittierten Primarstrahlung 9a
in Sekundarstrahlung 9b zu konvertieren, wobei

das Konversionselement 8 auf die Oberseite 6 und/oder die

Seitenflachen 7 aufgespriiht ist.

In einem weiteren Verfahrensschritt kann ein zweiter Verbund
mit mehreren Halbleiterchips in die Vorrichtung eingebracht

werden (nicht dargestellt). Das Aufspriihen von Sprihmittel
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wird dann durch einen Sprihparameter bestimmt, der im

Zusammenhang mit dem ersten Verbund gewonnen wurde.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst

die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von

Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in

den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen

Patentanmeldung 102012112316.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung von mindestens einem Strahlung
emittierenden Halbleiterbauelement (11) mit den folgenden
Schritten:

- Bereitstellen von mindestens einem Strahlung emittierenden
Halbleiterchip (4) mit einer Oberseite (6) und mindestens
einer Seitenflédche (7), die schrag zu der Oberseite (6)
verlauft,

- Aufbringen eines Konversionselements (8) auf die Oberseite
(6) und/oder die mindestens eine Seitenflédche (7) mittels
Aufsprithen, wobei das Konversionselement (8) aus einem
Sprihmittel (2b) erzeugt wird, das ein Matrixmaterial und

Konverterpartikel enthalt.

2. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wobei

nach dem Aufbringen des Konversionselements (8) folgende
Schritte erfolgen:

a. Messung eines Farborts von Mischlicht, das von dem
Halbleiterchip (4) und dem Konversionselement (8) emittiert
wird,

b. Bestimmung einer Differenz zwischen dem gemessenen Farbort
und einem vorgegebenen Ziel-Farbort,

c. Weiteres Aufsprithen von Sprihmittel (2b) , wenn der

gemessene Farbort von dem Ziel-Farbort abweicht.
3. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wobei die Schritte
a, b und ¢ wiederholt werden, bis der gemessene Farbort dem

Ziel-Farbort entspricht.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriichen, wobei
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zur Herstellung des Konversionselements (8) das Sprihmittel
(2b) in mehreren Schichten auf den Halbleiterchip (4)

aufgebracht wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei
zur Herstellung des Konversionselements (8) drei bis zehn

Schichten auf den Halbleiterchip (4) aufgebracht werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Schichtdicke

einer Schicht zwischen 3 um und 15 pum betragt.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, wobei die

Schichten aus dem gleichen Sprihmittel hergestellt werden.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 7, wobei eine
erste Messung des Farborts nach dem Aufbringen mehrerer

Schichten erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 8, wobei
der Strahlung emittierende Halbleiterchip (4) zur Messung des
Farborts elektrisch betrieben wird und im Betrieb

Primarstrahlung (9a) erzeugt, die von dem Konversionselement
(8) zumindest teilweise in Sekundidrstrahlung (9b) konvertiert

wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

das Spriuhmittel (2b) zusatzlich ein Losungsmittel enthalt.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 10, wobei
- mehrere Strahlung emittierende Halbleiterchips (4) in einem
ersten Verbund bereitgestellt werden, die im Betrieb

Primarstrahlung (9a) in einem ersten Wellenlangenbereich

erzeugen,
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- auf jeden Halbleiterchip (4) ein Konversionselement (8)
aufgebracht und der Farbort gemessen wird,

- fir die Art des Aufsprithens ein Sprihparameter gewonnen
wird,

- mehrere Strahlung emittierende Halbleiterchips (4) in einem
zweiten Verbund bereitgestellt werden, die im Betrieb
Primarstrahlung (9a) in dem ersten Wellenld@ngenbereich
erzeugen, wobei auf jeden Halbleiterchip (4) ein
Konversionselement (8) aufgebracht und die Art des
Aufsprithens durch den gewonnenen Sprihparameter bestimmt

wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei

die Strahlung emittierenden Halbleiterchips (4) des ersten
oder zweiten Verbunds vor dem Aufbringen des
Konversionselements (8) jeweils auf einem gemeinsamen
Anschlusstrager (5) montiert und elektrisch angeschlossen

werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei

zur Herstellung von mehreren Strahlung emittierenden
Halbleiterbauelementen (11) der gemeinsame Anschlusstrager
(5) in mehrere Anschlusstrager (5) zerteilt wird, so dass die
fertigen Halbleiterbauelemente (11) jeweils einen

Anschlusstrager (5) aufweisen.

14. Vorrichtung zur Herstellung eines Strahlung emittierenden
Halbleiterbauelements (11) mit

- einer Sprihvorrichtung (2), die ein Sprihmittel (2b) zur
Erzeugung eines Konversionselements (8) enthalt,

- einer Messvorrichtung (3) zur Messung eines Farborts wvon
Mischlicht, das wvon einem Strahlung emittierenden

Halbleiterchip (4) und dem auf einer Oberseite (6) und/oder
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auf mindestens einer Seitenflache (7) des Halbleiterchips (4)
aufgebrachten Konversionselement (8) emittiert wird,

- einer Steuereinheit (1), die dazu eingerichtet ist,
folgendes Verfahren zu steuern:

a. Aufspriihen des Sprihmittels (2b) auf den Strahlung
emittierenden Halbleiterchip (4) mittels der Sprihvorrichtung
(2),

b. Messung des Farborts des Mischlichts mittels der
Messvorrichtung (3),

c. Bestimmung einer Differenz zwischen dem gemessenen Farbort
und einem vorgegebenen Ziel-Farbort,

d. Weiteres Aufsprithen von Sprithmittel (2b) mittels der
Sprithvorrichtung (2b), wenn der gemessene Farbort von dem

Ziel-Farbort abweicht.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei
die Sprihvorrichtung (2) einen Spriuhkopf (2a) aufweist,
mittels welchem mehrere Strahlung emittierende

Halbleiterchips (4) bespriht werden.

16. Strahlung emittierendes Halbleiterbauelement (11) mit

- einem Strahlung emittierenden Halbleiterchip (4) mit einer
Oberseite (6) und mindestens einer Seitenflache (7), durch
die zumindest ein Teil der im Betrieb erzeugten
Primarstrahlung (9a) den Halbleiterchip (4) verlasst,

- einem Konversionselement (8), das mit zumindest Teilen der
Oberseite (6) und/oder der mindestens einen Seitenflache (7)
in direktem Kontakt steht und dazu vorgesehen ist, zumindest
einen Teil der emittierten Primarstrahlung (9a) in
Sekundarstrahlung (9b) =zu konvertieren, wobei

das Konversionselement (8) auf die Oberseite (6) und/oder die

mindestens eine Seitenfldche (7) aufgespriht ist.
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17. Strahlung emittierendes Halbleiterbauelement (11) nach
Anspruch 16, wobei das Konversionselement (8) aus mehreren

Schichten eines Spriuhmittels gebildet ist.

18. Strahlung emittierendes Halbleiterbauelement (11) nach
Anspruch 17, wobei das Konversionselement (8) drei bis zehn

Schichten umfasst.

19. Strahlung emittierendes Halbleiterbauelement (11) nach
Anspruch 18, wobei die Schichtdicke einer Schicht zwischen 3

um und 15 pum betragt.
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